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Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ
1982 / с. 49-58 : ил https://www.ester.ee/record=b1339926*est https://www.etera.ee/zoom/121726/view?
page=3&p=separate&search=true&tool=search

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в
стационарном режиме
Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?

https://www.ester.ee/record=b1339926*est
https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search

